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Tytuł osiągnięcia naukowego

Jako „osiągnięcie naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia

doktora, stanowiące znaczący wkład w rozwój określonej

dyscypliny naukowej”, w dyscyplinie elektronika, wskazuję

cykl 11 publikacji powiązanych tematycznie, pod zbiorczymcykl 11 publikacji powiązanych tematycznie, pod zbiorczym

tytułem:

Modelowanie elementów pracujących w systemach

energoelektronicznych z uwzględnieniem elektrycznych

i termicznych efektów pasożytniczych.
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Opracowanie i implementacja nieliniowych modeli 

termicznych wybranych diod Schottky'ego z węglika krzemu

lq - długość umownej 

warstwy 

Aq - pole przekroju 

warstwy

λ przewodność λq - przewodność 

cieplna warstwy

mq- masa warstwy

cpq - ciepło właściwe 

warstwy







Opracowanie i implementacja elektro-termicznych modeli 

diod Schottky'ego i tranzystorów MOSFET  z węglika krzemu -

do symulacji nieizotermicznych charakterystyk prądowo-

napięciowych oraz elektro-termicznych stanów 

przejściowych z uwzględnieniem efektu samonagrzewania



T0 - temperatura odniesienia, RS0, IS0 - rezystancja szeregowa i prąd nasycenia 
dla temperatury odniesienia, VG0 - napięcie bariery, N - współczynnik emisji, 
α0, α1, α2 - współczynniki dopasowujące.
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Określenie wpływu warunków pracy (temperatura otoczenia, 

odprowadzanie ciepła) na charakterystyki nieizotermiczne

oraz parametry krytyczne diod MPS (Merged PiN Schottky) 

z węglika krzemu oraz tranzystorów MOSFET z węglika 

krzemu i z krzemu
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Opracowanie i implementacja rzeczywistych modeli 

wybranych elementów pasywnych - z uwzględnieniem 

elektrycznych i  termicznych efektów pasożytniczych

Model → 3C-3R-L (a) C-R-L (b)
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1000 7,8 6 8 700 100 260 4,8 8 1000 4,8
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Opracowanie i implementacja technik symulacji 

elektrycznych i elektro-termicznych stanów przejściowych 

oraz charakterystyk częstotliwościowych w wybranych 

elementach mocy oraz systemach energoelektronicznych –

z uwzględnieniem elektrycznych i termicznych efektów 

pasożytniczych
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Podsumowanie

Poprzez przeprowadzenie omówionych badań rozpoznałam

i zamodelowałam elektryczne i termiczne efekty

pasożytnicze w wybranych elementach wykorzystywanych

w systemach energoelektronicznych, przy jednoczesnym

zapewnieniu łatwej implementacji powstałych modelizapewnieniu łatwej implementacji powstałych modeli

w różnego typu symulacjach wspomagających proces

projektowania konwerterów mocy.



• Sumaryczny Impact Factor wszystkich prac: 6,8

Przed uzyskaniem stopnia 

doktora

Po uzyskaniu stopnia doktora

Artykuły w czasopismach z bazy JCR - 8

Artykuły w czasopismach innych niż ujęte w

bazie JCR - 11

Artykuły w materiałach konferencyjnych

16 18

Wygłoszenie referatu na międzynarodowych i 

krajowych konferencjach naukowych 13 14

Sumaryczny Impact Factor wszystkich prac: 6,8

• Sumaryczny Impact Factor prac wchodzących w skład osiągnięcia: 6,604

• H-Index: 3 (WoS), 4 (Scopus), 6 (Google Scholar)

• Liczba cytowań: 22/19(bez autocytowań) (WoS)

40/32(bez autocytowań) (Scopus)

64/44(bez autocytowań) (Google Scholar)

• Kierownik projektów: 3, w tym 1 przed uzyskaniem stopnia doktora.

• Wykonawca w projektach: 6, w tym 2 przed uzyskaniem stopnia doktora. 


